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理想 P N结正向电压 V f 作为正向电流 I , 和热力学温度 T 的函数表达式如下
:
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由上式可知
,










由于 ln ( T / T
l
)是 T 的缓变函 数
,
所 以 V f 与 T 之间在一定的温度范围内呈
现近似线性关系
。















V f 和 T 的关系可简化为
, , 、
T K T y
,
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P l 湿敏电容是 以 P l 有机高分子薄膜为介质的平行板电容器
,






















































































5 拌m ; G 也是外延片
,



















半径 6 0 拌m
。
硼 预扩的温度为 98 0 ℃
,


















1 # : 10 个同心环
,
环宽 6 0 拌m
,
环 间距 6 0 拜m
,
最外环半径 1 2 8 0
拜m
,
过圆心有两条互相垂直的宽 80 拌m 的连接条
; 2 “ : 32 条梳状电极
,







整个电极长 5 0 4 0 拌m
、




图中所 示 的下 电极是从上面引出的部分
,







a( ) 圆环结构形状 的上电极
; ( b) 梳齿结构形状 的上 电极
F ig
.
1 T o p e le e t r o d e s t r u e t u r e o f t h e e a p a e i t iv e h u m id it y s e n s o r
:
( a ) C ir e l e r i n g s h a p e ; ( b ) C o m b s h a p e
主要工艺流程
:
一次氧化~ 刻基区一硼预扩~ 硼再扩~ 磨背面~ 背面磷扩散一再氧化~ 刻引线孔一蒸铝
~ 反刻铝~ 磷合金一初测~ 涂敷 IP ~ 刻电容下电极引线孔~ 固化 (亚胺化 ) ~ 蒸金~ 反刻金
~ 初测~ 划片
、








5 拌m 厚度的 IP 薄膜
,
厚度由 日立一 52 0 扫描 电镜 ( S E M )作剖面测量
。
将 已涂敷 IP 的片子
,











经 10 m in 后
,
再升高到 30 O C
,
在 30 O C 的炉 中恒温 l h
,
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器件温敏二极管的 Vf 一 T 关系是在 T H一 J 型 P N 结正向压降温度特性测试仪上进行
。
在
正向电流恒定为 10 0 拌A 下
,







始温度记下 V f 值
,
调节












测量的温度最高到 12 0 ℃
。



















































用 D T 9 2 1 3 数字电容表
读出电容值
,
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. 只 O 测试结果
;
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3 给出有代表性的正向电压 }△V ` }一温度 T 特性和电容 C一相对
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